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Аннотация. Проведены экспериментальные исследования зависимости падения прямого напряжения и
вольтамперной характеристики кремниевого силового диода от дозы облучения электронами. Установле-
но, что с увеличением дозы облучения от 21014 до 21015 Фe/см
2 прямое падение напряжения на диоде мо-
нотонно увеличивается, а времена жизни неосновных носителей заряда уменьшаются до одного порядка.
В формировании вольтамперной характеристики после облучения электронами, наряду с уменьшением
времени жизни неосновных носителей, преобладающую роль играет уменьшение концентрации основных
носителей базы.
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Силовые полупроводниковые приборы яв-
ляются основной элементной базой преобразо-
вательного оборудования современной элек-
троэнергетики. Они используются в схемах
преобразования электрической энергии (вы-
прямление, инвертирование, регулирование
переменного и постоянного токов, стабилиза-
ция питающих сетей, защита от импульсных
перенапряжений радиоэлектронной аппарату-
ры и т.д.). Требования, предъявляемые к ним,
из года в год возрастают. Из числа широко рас-
пространенных силовых полупроводниковых
приборов силовые диоды должны обладать по-
вышенным быстродействием, воспроизводи-
мыми параметрами и низким значением пря-
мого падения напряжения.
Для улучшения одного из основных пара-
метров — быстродействия — в технологиче-
ский процесс изготовления силового диода
вводят радиационное облучение [1]. При этом
в базовой области структур создаются радиа-
ционные дефекты, т.е. центры рекомбинации,
большинство из которых являются устойчивы-
ми.
Для конкретных типов силовых диодов
подбирая оптимальную температуру термиче-
ского отжига (650, 670 К) получают требуемые
значения быстродействия. Однако при этом
возможны существенные изменения их вольт-
амперных характеристик.
Так, с увеличением интегрального потока
облучения происходит уменьшение времени
жизни неосновных носителей и прямого паде-
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